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Examen parcial de Dispositivos y Componentes Electrónicos
1) [image: image12.png]


Diseñar un regulador de voltaje que mantendrá un voltaje de salida de 10v a través de una carga de 2KΩ con una entrada que tendrá una variación entre 50v y 80v. Determine el valor de Rs y la corriente máxima IZM. (Desarrollar)
2) Usando el modelo simplificado del diodo determinar Vd1 y Vo en Los circuitos de la figuras: 
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    Fig. a







Fig.  b

3.- 

[image: image2.png]Se desea aumentar lo mas posible la conductividad (5) de una pastilla de silicio. Indiquese, para cada
una de las posibilidades siguientes (1,2,3) la opcién (A,B o C) que produzca una mayor conductividad en
el dispositivo, justificando la respuesta. ( puntos)




[image: image3.png]@ Dopar cl material semiconductor
A Conimpurczas aceptoras: N, = 10" cm™
B Con impurezas donadoras:Ny = 10" o
€ Conlos dos tipos: N, = Np= 10 em®
Justificacién:

@ Dopar con N, = 10" e y:
A Aumentar la temperatura hasta T =373 K
B Disminuir la temperatura hasta T = 273 K
C Mantener la temperatura ambicate habitual (T= 300 K)
Justificacion:

@ Modificar las dimensiones del material
A Aumentar [a longitud
B Aumentar Ia seccion transversal
€ Ninguna de Ias anteriores
Justificacion:
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[image: image5.png]| BT =Rf-0.08(7 T)]
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7, 3 T son temperanuras expresudas en °C
RoAToj v RofT5j s0m lox valores en ohinins. dela
temipieraturas T,

Figura 1.1

) A partit de fa Fe.J.1, indiquo cuil ex of valor del cofisiente de temperatura de 1a resistoncia £ expresado
en ppinsC.

(5 ptos)




 SOLUCION :

Examen parcial de Dispositivos y componentes electrónicos
2.- 
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